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Вступ. Якщо розглядати підкладки функціональних компонентів (ФК) 

мікрооптоелектромеханічних систем (МОЕМС), безпосередньо на етапі технологічного 

процесу (ТП) виготовлення пластин, то в структурі пластини можна виділити чотири основні 

шари, в яких можуть бути дислоковані дефекти (рис. 1).  

Основна частина. Такі структури характеризується глибиною порушеного шару, 

шорсткістю та різного роду забрудненнями [1–3.]. I шар: зовнішній рельєфний 

характеризується хаотично розміщеними виступами, тріщинами та виколками; II шар: 

порушений шар – має окремі виколювання та мікротріщини, які мають тенденцію 

поширюватися у глибину інших шарів та розростатися; III шар: деформований – 

характеризується скупченням дислокацій, продовженням мікротріщин та зон, що розміщенні 

навколо них – осередків механічних напружень; IV шар: умовно непорушена структура 

підкладки ФК . Під час ТП виготовлення підкладок ФК на поверхні чи в об’ємі пластин 

відбуваються фізико-технологічні процеси дифузії, корозії та інших процесів. Причому, ці 

процеси відбуваються одночасно по у всіх структурах та шарах: на поверхні чи в об’ємі 

пластини, в результаті чого, в пластинах підкладок утворюється значна кількість дефектів, 

які потім видаляються чи мінімізуються, тим чи іншим способами. 
 

 
Рисунок 1 – Шари пластини ФК МОЕМС, що зазнають фізико-технологічних впливів та 

механічних порушень 

 

У відповідності до ТП виробництва найбільш важливим етапом, на якому відбувається 

виникнення виробничих дефектів у пластинах під час самого ТП є перший етап 

технологічного процесу виробництва оптичного перемикача.  

На цьому першому етапі представляється можливість передбачення і прогнозування 

дефектів в структурах підкладок, їх шарів і підшарів, що дає можливість на наступних етапах 

побудувати такий ТП, який би давав змогу мінімізувати різноманіття, кількість та розміри 

дефектів. Розглянемо основні технологічні процеси у виробництві підкладок ФК МОЕМС та 

виробничі дефекти, що було обрано для формування фізикотехнологічної бази математичної 

моделі прогнозування . Розглянуті процеси занесено до табл. 1.  

Потрібно відзначити, що нами було розглянуто лише значущі технологічні процеси. 

Присутність дефектів на реальній поверхні пластини підкладки ФК не обов'язково означає, 

що заготовка не придатна до застосування.  
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Таблиця 1 – Перелік виробничих дефектів підкладок ФК MОEMС 

 
Висновки. Проведено детальний аналіз основних виробничих дефектів підкладок ФК 

MОEMС на етапі їх виробництва, що дає підґрунтя для розроблення фізико-технологічної 

моделі прогнозування дефектів підкладок  ФК МОЕМС, яка буде враховуєвати якість 

підкладок та дозволить пронозувати та корегувати параметри технологічного процесу 

виготовлення. 
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